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Тема дисертації:
1. Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзисторів Шоткі в напружених режимах

2. Dynamic model of physical processes in the field transistors with the Shcottky gate submicron sizes

Реферат:
1. Мета - розвиток загальної теорії GaAs польових транзисторів Шоткі (ПТШ) у напрямку врахування
специфіки розігріву й розсіювання носіїв при напружених режимах роботи й формуванні струмового й
теплового пробоїв. Об'єкт - швидкозмінні фізичні процеси і явища переносу заряду, що визначають динаміку
процесів вмикання, вимикання й розвитку лавинного пробою в ПТШ. Методи - FACR, метод кінцевих різниць
для розв'язання рівняння Пуассона; модифікований метод Ейлера для розв'язання рівнянь руху; неявний
метод прогону для розв'язання рівняння теплопровідності; метод великих часток (Монте-Карло) для
розв'язання рівняння Больцмана. Результати - створено пакет програм моделювання напружених струмових
режимів ПТШ; отримано результати чисельних експериментів. Впроваджено - у виробництво
потужнострумових напівпровідникових приладів. Галузь використання - технологія і виробництво мікросхем
і цифрових приладів



2. The aim - development of Schottki GaAs field transistors general theory in view of warming up specificity and
carriers dispersions mechanisms in the intense operating mode down to avalanche and thermal breakdowns.
Object - dynamic physical processes and charge transfer phenomena, which determine avalanche breakdown
initiation, termination and development processes dynamics in Schottki field transistors. Methods - FACR, finite
difference method for Poisson equation solution, Eulerian method, the macroparticle approach (Monte Carlo
procedure) for Boltzmann equation solution . Results - development of high field mode simulation package for
Schottki field transistors; numerous test results are obtained. Implementation - in high current semiconductor
devices production. Application - technical process and production of integrated circuits and digital devices
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